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(57)摘要

本发明涉及模拟电路技术领域，尤其涉及的

是一种参考电压产生电路及检测装置。本发明提

供的一种低温度系数参考电压产生电路，包括

NMOS管M1、M2、M3、M4、M5、M6、M7和PMOS管M8、M9、

M10、M11、M12。该参考电压产生电路有效地解决

了现有技术中基准电压源温度系数高、输出不稳

定的问题，在传统基准电压电路的基础上降低了

输出电压的温度系数，具有较高的输出精度和稳

定性。
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1.一种低温度系数参考电压产生电路，其特征在于，所述参考电压产生电路包括NMOS

管M1、M2、M3、M4、M5、M6、M7和PMOS管M8、M9、M10、M11、M12；其中，PMOS管M8、M9的源极均连接

电源电压VDD，PMOS管M8、M9的栅极相连，PMOS管M8的栅极与漏极相连；NMOS管M1的漏极连接

PMOS管M8的漏极，NMOS管M1的栅极连接NMOS管M2的栅极和漏极，NMOS管M2的漏极连接PMOS

管M9的漏极；NMOS管M1的源极连接NMOS管M3的漏极，NMOS管M2、M3的源极均接地；PMOS管M10

的源极连接电源电压VDD，栅极与PMOS管M9的栅极相连，漏极连接NMOS管M5的漏极和栅极并

作为参考电压VREF的输出端；PMOS管M11的源极连接电源电压VDD，栅极与PMOS管M10的栅极

相连，漏极连接NMOS管M6的漏极，NMOS管M6的源极与NMOS管M5的源极相连并连接NMOS管M4

的漏极，NMOS管M4的栅极NMOS管M3的栅极，NMOS管M4的源极接地；PMOS管M12的源极连接电

源电压VDD，栅极连接PMOS管M11的栅极，漏极连接NMOS管M7的漏极以及NMOS管M6的栅极；

NMOS管M7的漏极与栅极相连且栅极连接NMOS管M4的栅极，NMOS管M7的源极接地。

2.一种包含权利要求1所述的参考电压产生电路的检测装置，其特征在于，所述检测装

置还包括无线传输单元、整流滤波装置、检测电路、数据存储设备、数据读取设备，所述无线

传输单元从外界接收能量并发送给整流滤波装置；所述参考电压产生电路分别连接检测电

路、数据存储设备、数据读取设备，所述参考电压产生电路为检测电路、数据存储设备、数据

读取设备供电，所述检测电路连接所述数据存储设备和所述数据读取装置，并将数据存储

在数据存储设备或通过数据读取设备读取数据。

3.如权利要求2所述的检测装置，其特征在于，所述检测装置可用于检测人或动物是生

理参数。
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一种低温度系数参考电压产生电路及检测装置

技术领域

[0001] 本发明涉及模拟电路技术领域，尤其涉及的是一种低温度系数参考电压产生电路

及检测装置。

背景技术

[0002] 参考电压产生电路是数字、模拟或数模混合集成电路中的重要模块，它的作用是

为系统提供一个不随温度及供电电压变化的参考电压，高精度、低温度系数的基准电压产

生电路对于整个电路来说非常重要。传统的带隙电压源利用双极型晶体管的VBE和VBE温度

系数相互补偿的原理，或者通过增加高阶温度补偿，从而可以达到较好的温度系数。但随着

技术的进步和电源电压的降低，传统结构的带隙电压源存在的功耗高、电路较为复杂的问

题逐渐显现，越来越难以满足集成电路对于电压源的技术要求。由于传统的基准电压产生

电路只进行线性补偿，精度差，在温度范围变化较大时，产生的电压通常不太理想，尤其是

在一些对电压精度要求比较高的电路中，线性补偿后产生的电压远远不能满足要求。基于

此，本发明提供了一种具有更低温度系数的参考电压产生电路及检测装置。

发明内容

[0003] 本发明的目的是为了解决现有参考电压产生电路产生的电压温度系数较大的问

题，提供了一种低温度系数的参考电压产生电路及检测装置。

[0004] 本发明提供了一种低温度系数参考电压产生电路，包括NMOS  管M1、M2、M3、M4、M5、

M6、M7和PMOS管M8、M9、M10、  M11、M12；其中，PMOS管M8、M9的源极均连接电源电压VDD，  PMOS

管M8、M9的栅极相连，PMOS管M8的栅极与漏极相连；  NMOS管M1的漏极连接PMOS管M8的漏极，

NMOS管M1的栅极连接NMOS管M2的栅极和漏极，NMOS管M2的漏极连接PMOS  管M9的漏极；NMOS

管M1的源极连接NMOS管M3的漏极，NMOS  管M2、M3的源极均接地；PMOS管M10的源极连接电源

电压VDD，栅极与PMOS管M9的栅极相连，漏极连接NMOS管M5的漏极和栅极并作为参考电压

VREF的输出端；PMOS管M11的源极连接电源电压VDD，栅极与PMOS管M10的栅极相连，漏极连

接NMOS  管M6的漏极，NMOS管M6的源极与NMOS管M5的源极相连并连接NMOS管M4的漏极，NMOS

管M4的栅极NMOS管M3的栅极，NMOS管M4的源极接地；PMOS管M12的源极连接电源电压  VDD，

栅极连接PMOS管M11的栅极，漏极连接NMOS管M7的漏极以及NMOS管M6的栅极；NMOS管M7的漏

极与栅极相连且栅极连接NMOS管M4的栅极，NMOS管M7的源极接地。

[0005] 本发明还提供了一种包含上述参考电压产生电路的检测装置，所述检测装置还包

括无线传输单元、整流滤波装置、检测电路、数据存储设备、数据读取设备，所述无线传输单

元从外界接收能量并发送给整流滤波装置；所述参考电压产生电路分别连接检测电路、数

据存储设备、数据读取设备，所述参考电压产生电路为检测电路、数据存储设备、数据读取

设备供电，所述检测电路连接所述数据存储设备和所述数据读取装置，所述检测电路可用

于检测人或动物的生理参数，并将数据存储在数据存储设备或通过数据读取设备读取数

据。
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[0006] 本发明所提供的一种低温度系数参考电压产生电路，有效地解决了现有技术中基

准电压源温度系数高、输出不稳定的问题，在传统基准电压电路的基础上降低了输出电压

的温度系数，具有较高的输出精度和稳定性。

附图说明

[0007] 图1为本发明提供的一种低温度系数参考电压产生电路示意图。

[0008] 图2为本发明提供的一种低温度系数参考电压产生电路输出电压的温度特性曲

线。

[0009] 图3为本发明提供的一种包含参考电压产生电路的检测装置。

具体实施方式

[0010] 本发明提供了一种低温度系数参考电压产生电路及检测装置，为使本发明的目

的、技术方案及优点更加清楚、明确，以下参照附图并举实施例对本发明进一步详细说明。

应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。

[0011] 如1图所示，一种低温度系数参考电压产生电路，包括NMOS  管M1、M2、M3、M4、M5、

M6、M7和PMOS管M8、M9、M10、  M11、M12；其中，PMOS管M8、M9的源极均连接电源电压VDD，  PMOS

管M8、M9的栅极相连，PMOS管M8的栅极与漏极相连；NMOS管M1的漏极连接PMOS管M8的漏极，

NMOS管M1的栅极连接NMOS管M2的栅极和漏极，NMOS管M2的漏极连接PMOS  管M9的漏极；NMOS

管M1的源极连接NMOS管M3的漏极，NMOS  管M2、M3的源极均接地；PMOS管M10的源极连接电源

电压VDD，栅极与PMOS管M9的栅极相连，漏极连接NMOS管M5的漏极和栅极并作为参考电压

VREF的输出端；PMOS管M11的源极连接电源电压VDD，栅极与PMOS管M10的栅极相连，漏极连

接NMOS  管M6的漏极，NMOS管M6的源极与NMOS管M5的源极相连并连接NMOS管M4的漏极，NMOS

管M4的栅极NMOS管M3的栅极，NMOS管M4的源极接地；PMOS管M12的源极连接电源电压  VDD，

栅极连接PMOS管M11的栅极，漏极连接NMOS管M7的漏极以及NMOS管M6的栅极；NMOS管M7的漏

极与栅极相连且栅极连接NMOS管M4的栅极，NMOS管M7的源极接地。

[0012] 在上述电路中，PMOS管M8、M9、M10、M11、M12构成一组电流镜像结构，并且设置流经

PMOS管M12的电流是流过PMOS管  M8、M9、M10、M11电流的两倍，通过调节NMOS管M1、M2、  M3、

M4、M5、M6的宽长比即可获得接近零温度系数的参考电压。图2为输出参考电压VREF的温度

特性曲线的仿真结果图结果显示，在电源电压VDD等于3V、温度变化范围为-50-125度时，输

出电压的变化范围仅为1.206-1.210V，温度系数较小。

[0013] 本发明还提供了一种包含上述参考电压产生电路的检测装置，如图3所示，所述检

测装置还包括无线传输单元、整流滤波装置、检测电路、数据存储设备、数据读取设备，所述

无线传输单元从外界接收能量并发送给整流滤波装置；所述参考电压产生电路分别连接检

测电路、数据存储设备、数据读取设备，所述参考电压产生电路为检测电路、数据存储设备、

数据读取设备供电，所述检测电路连接所述数据存储设备和所述数据读取装置，所述检测

电路可用于检测人或动物的生理参数，并将数据存储在数据存储设备或通过数据读取设备

读取数据。

[0014] 应当理解的是，本发明的应用不限于上述的举例，对本领域普通技术人员来说，可

以根据上述说明加以改进或变换，所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保
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护范围。
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图1

图2
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图3
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